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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlageti entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Schutzschaltung 

<§) Schutechaltung fur erne an cine Versgrgungsspan- 
nungsquelle an gesch lessen e Last (2) mit einem Feldcf- 
fekttransistor (1), dessen GateanschluB an einer mit der 
VersoTgungsspannungsquelle verbundenan Arvsteuer- 
schaltung (4) angcschlossen ist, ,dessen SourceanschluB 
mit einom AnschluB (V) dcr Versorgungsspannungsquel- 
Iq verbunden ist und dessen DrainanschluB mit einem 
AnschluB der Last (L) gckoppelt ist wobei die jeweils an- 
deren Anschlusse von Last (U und Versorgungsspan- 
nungsquelle rniteinander versehaltat sind und dor Lei- 
tungstyp des Feldaffekttransistors (1) sowio dessen An- 
steuerung derartsind, daB der Feldeffekttransistor (1) bei 
der fur die Last (1) richtigen Polungder Versorgungsspan- 
nungsquelle invcrs betriaben wird und eingeschaltct ist 
eowie bei der fQr dio Last (L) falschen Polung der Versor- 
. gungsspannungsquelle normal petrieben wird und abge- 
schaftet ist 
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BeSchrcibtaDg buDdcnen Ansteuerschalning angescfalosseu ist, desscn 

Die Erfindung betriBtcinc Schutzscbaltung ^fl^cUeT^n '? A ?^ hluB df^B^g^. 

^ff^s^our ah Schalte, fur ei JTt^cZg SSSSSS^t 

verwenden (umduekbonaler Schaltcr), da er fur die e ntgc . ^ der Vcrsorgu 0gsspa ^M^^ n ^K^ 

gcngcsetzte Slromncbwng immer IritcL Insbesoodcre bei 10 und tingeschatet ia Sh P fXffir?IT^ ^ 

Anwcndungen, in dcnen die Gcfahr einer Vcrpolun* bcsteht, l une Ve™™^? ^. ^ P<> 

konnep daraus erhebhche Pzobleme enrXn, 5?£ S uS ^fSE/rl, "if"" 

Spielsweise QberxMBige Vcrlustleistung, unzulferfges Ein- g^ngsT^SulS ^foScf t^-' 

schaltcn von Funkdonsekbdten wie etwa Mototn und LS^Sri so S SSS ^fj^^, 13 ™- 

Ventile. ^ ^tfirung voo ScbaUuogseinbeitco »w. .5 oonnalenBcSSiTo JSt^Ki 

Zum Schutzc vor Verpoluog wird in bckannter Wdse hHu- der VcrsorgungsspaMiim^eU T^rd dS F^rfSS 5 

fig cnc Diode detart in die VcrsorguDgslcituoe gescbaltcL star invert hctriPhTTifT rT- Fckfefieknians.- 

das im Normalbetriebsfall die Diode 1dm uod bciVW S^fa^TW??' 1 ' ^ ^ i paras ? are Dniin-Souice- 

lung sperrL Dies ha, jedoeh den n2£S£S NorSt SS^d2t525&I^ Jf" -dsonnt ei„ c 

ricbeineSpannungvonO.3 V an einer Schot*y-Diode uod 20 dSZ&SiS^SJSS^?" ^ ^ 

bis zu 14 V an einer SiUzJumdiode abfillL Ein derartig ho- mt&Z ESZ,^ ^ Dwde genng 

In Engineering Journal", MAXIM, Ausgabe 20, Seitc 9ff den liegen w wiener ocnotney Uio^ 

wird vorgeschlagen, als VcrpoLschulz einen MOS-Feldcf- Bevorzuet innfeR. c^k . u u * t 

fefcttransktor im Normalbctrieb als Vcrpolschufc einzuse!- p ^ Sa^^T<£w3SS. T 
zen.BeieineraufMassebezogenen.po^venVerso^gs- 30 Ln^rTol^^^^ 

ae .^P ick ^ W Kraftfahrzeugen Vfer- effete™*^ • dtmaJSSSSTSSSS ^ 

Souree-Strecke dc* FeldeffcknranSor^ShHe^c ot- 
benobgv derjedoch aus physikalischen Griinden eine erheb- mil wird mit geringem Aufwand eine Anste^h»lmL « 

5 i ySZ&SS&Z* S 1 hul2f y Dkdon auch nuteinemn- 3S Bevorzugt wird Zul Ansteuerung der Ansteuerschaltu™ 
wTS^22^^ a S ,d T^,' ^^Wvorgesehen^^rSSS 

dbung der Masseleatvng cich, erwfinseht tew. nieht ma gT d«Brt£5 tt «^ t rt4SSffi 

Keakaerung nri™«^ Sebalier basie^n auf dec schutoehaltung nur mh to^—gSS 

^wendung anaseneUer MOS-Rldeffekttansistoren. Wie ^ Bet einer Weiterbildung der &fiE iaTorX 

S^, 8 " 8 r DCar APP^on ^dbook-VoL 11", Sou^Sttecke mindesten/d^ wSSn Fe^eSaSnt 

Linear Technology CoiporaQon 1993. Sdte AN-53-3, be- stars vom gleichen Leimngstvo antiseriell nrnS 

SSfi^^*^^^?^^^ We-S.eeL desdn^fd^SSs^S; 

Fe^ffetaransiswien zusainmengeschalteL Dhs hat jedocb wobei der/die weite«n Rldeffekrtransistorfen) beiriehtiMr 

de Q Nachteil, dafi wegen der germgen Dnrcbbruehspannun- so Polung mi ttels an dessea/dcren Ga!e< 5 ) ankgbCsS- 

gen derjcw«bgen Gata-SWce-Suecken diesc Schalmngs- gnalen sehaltbar ist/sind. Der wetoe RldeSteSr 

re^Mirf b ' S ^x^r^ 31 kL ^ dabei 315 Sehalrtnatsistor verwendet wcSTS 

Diesen Nachtcil vermejdet cine aus HEXFET Designers beidc FeldefTckmansistoren zusanuncn cinen vemoLricZ 
Manual- VoL I", fatetnadonal Rectifier Corporation, 1993, rcn Schataerbilden veipoiacne 
AN-950B, Seite 96, bekanme Schaltung, bei der die Source- ss Bei einer bevorzugten Ausffihrungsfonn ist die Ansteucr- 
AnscHusse beidcr Transistoien zusammeoEeschaltet sir*. schaltung zwiscben Gate und Source des Peldcffektiransi- 
, d ^S e L Zu ™ c "^haltung laBt rich jedocb bei vie- stors gcschaltet Die Ansteuerechalning ist dabei i D cine 

iSJ^A 60 mdl ! jealisicren. Wanne vom erstee Uitungstyp inlegriert, wobei die Wanne 

Aiifg^dcrErfindung ls t csdabe,; e.nc Schutzschaltung seibst in cine 2one einc? Halbleiterkotpers vom zweiten 
anageben, die diese Nachteile nicbt aufweisL 6o Lcitungstyp eingebettet ist, die die Dnunzone des Feldcf- 

Die Aufgabe wud durch eine SchmttsteUenschaltung ge- fckttransistois bildet uod die mit der Zone einen on-t)ber- 
miB Pauntanspruch 1 gclbst Ausgestaltungen und Writer- gang bildeL Die Wanne ist dabei elektrisch mit deni Souice- 
bildungen des Erfindungsgedankcns smd Gegenstand von anschluB des Fcldeffektiransistois verbunden. Eine parasi- 
Unteransprochen. tfe Diode, die durch die Wanne und die genannte Zone ft e- 

EineertiodungsgWLaBe Schutzschaltiingfdrcineanein^ 65 bildet wird, ist zwischen Drain- und SourceanschloB des 
VcrsOTSungsspannungwjucUe angcschlossene Last umfaBt Feldcffekttransistors angeschlossen. Eine weitere Diode ist' 
insbesondere anen Feldeffekuransistoi; dessen Gatean- schlieBUch anoseriell zur parasitaren Diode geschalteu Die 
schluB an emer tmt der Versotgungsspannungsquellc vcr- so ausgebildeie Schutzschatang ist in besomkrem MaBe filr 
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einea Inversbetrieb geejgoeL 

Bei einer WeiterbUdung dcr Erfindung ist der Wcitcren 
Diode ein steuerbarcr Schalter parallel geschaltct, der lei- 
tend gestcucrt ist, wenn das Drain potential des Feldeffekt- 
transistors hohcr ist als sein Soiircepotential und der ge- 
spcrrt ist, wenn das ScKirccpotential des Feldeffekttransi- 
stors hdher ist als sein DrainpotenuaL 

Bevorzugt ist dabei der steuerbare Schalter ein MOS- 
FcLderTekttransistcu; dessen GateanschZuB nut dem Ausgang 
eines Komparatcrs verbunden ist uad Jbci dcr der eine Ein- 
gang des Komparators mit dem DrainanschluB und der an- 
dere Eingang des Komparators mit dem Sourceanschlufi des 
Feldeffekttransistors verbunden ist Dadurcfa wird mit gerin- 
gem Aufwand eine Ansteuerschaltung realisierL 

Bei einer Ausgestaltung der Brfindung wird als MOS- 
FelderTeknransistOr ein Dcpledon-FeldeffelcUransistQr ver- 
wendet, dessen Drainzonc durch die Katodenzone dcr inte- 
grierten Diode gcbildet wird und seine Sourcczone mit der 
Wanne elektrisch verbunden ist 

SchlieBlicb wird bevorzugt in die Wanne eine Schuiz- 
diode integriert, die zwischen GateanschluB und Sourcean- 
SchluB des FeldefifekUran sisters angeschiossen ist. 

Die Erfindung wird naehf olgcnd anhand der in den Figu- 
rcn dcrZeichnung dargestclllcn Ausruhrungsbeispielc nahcr 
eriautcrL- 

Es zeigt 

Ffe. 1 eine erste AusfilhrUDgsform einer erfindungsgema- 
Ben Schutzschaltung, 

F«g* 2 eine zwcite AusfQhrungsform einer erfindungsge- 
maBco Schutzschaltung, 

Fig. 3 die Anwendung einer erfindungsgemSBen Schutz- 
schaltung bed ein em Halbleiterscbaltcr, 

Fig. 4 eine erste AusfQhrungsform cincs bevorzugten 
FcldeiTekttrans istors zur Venvendung bei einer erfindungs- 
gemSBen Schutzschaltung, 

Fig. 5 eine zweite Ausfuhrungsform eiaes bevorzugten 
Fcidcffekitransistors zur Vcrwcndung bei einer erfinduugs- 
gemSBen Schutzschaltung und 

Fig. 6 die Topologic cincs Tbils der Schaltimg nach Fig. 

Bei dem Ausfilhrungsbeispiel nach Fig. 1 ist ein Feldef- 
fekttransistor 1 ubcx seinen SourceanschluB mil cinem \er- 
sorgungspotential V und iiber seinen DrainanschluB mit ei- 
ntm AusgangsanschluB A verbunden. Zwischen Ausgangs- 
anschluB A und ein Bezugspotenual 6 ist dabei eine Last L 
gescnaltet. Das Versorgungspotential Y ist bei Normalbe- 
trieb der Last L positiv und bei Verpolung, also bei falscher 
Pdlung, negativ. Der GaieanscbluB des Feideffektrransistors 
1 ist an eine Ansteuerschaliung 4 angeschiossen, die eben- 
falls an das Bezugspotcntial 6 angeschiossen ist. Ein Stcucr- 
eingang 5 der Aosicucrschalrung 4 ist iiber einen Wider- 
stand 3 mit dem Verso rgungspotcnual V verbunden. Da der 
FeldcfFckttransistor 1 vom n-KanaJ-Typ isi, wird cr folglich 
bei richtiger Jtolung des Vcrsorgungspotentials V invers be- 
trieben, Dcmnach ist bei Normalbetrieb die parasitarc Diode 
des Feldeffekttransistor X in DurchlaBrichtung zwischen das 
Versorgungspotential V und dem AusgangsanschluB A go- 
schalteL Bei Normalbetrieb wird zudem die Ansteuerschul- 
tung 4 fiber den Widcrstand 3 durch das Versorgungspoten- 
tial V derart ausgesteuert, daB diese einen Strom I in den Ga- 
teanscnluB des Feldeffcktlransistors 1 treibi, Dadurcb vcr- 
ringert sich der Widerstand der Source-Drain-Strecke des 
Feldeff e ktrransisiors 1 ucd selzt damit den Spaouungsabfall, 
dcr ansonsten durch die parasitare Diode besrimmr wird, 
wesentUcb hcrab. Bei Verpolung arbeilct dcr Fcldcffckttran- 
sistor 1 in normaler Betriebs weise. In dem Fall wird jedoch 
kein Strom je in den GateanschluB getrieben, so daB der 
FelderTeknransistOr 1 spcrrt und somit einen StromfluB zur 
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Last L unterbindet. 

Das Austulmingsbeispicl nach Fig. 2 ist gegenOber dem 
aus Fig. 1 dahingehend abgeandert, daB die Anstcucrschal- 
tung 4 eine Ladungspumpe 41 aufweist, die dem Gatean- 
5 schluB des Feldeffektrransistors 1 vorgeschaltet ist Die La- 
dungspumpe 41 wird dabei von einer Logtkschaltung 42 an 1 
gesteuert, dcrcn einer Eingang den Eingang 5 der Ansteuer- 
schaltung 4 bildet und deren anderer Eingang mit dem Aus- 
gang einer Iransktcrohutzscfaalning 43 verbunden. Die 

10 Transistocsehutzschaltung 43 fiberwacht den Feldeffekuran- 
sistor beispielsweise hinsichtlich der Temperatur. Demnaeh 
ist die Transisiorschulzschalmng 43 thennisch mil dem 
Feldcflektiransistor X gekoppelL In gleicher Weise kann die 
"IransistOTschuizschaliung 43 den FelderTekUraxisistor 1 

15 auch hinsichtlich Oberspannnng und Kurzschlufi ubcrwa- 
chen und fiber die Lo^kschaltung 42 und die Ladungs- 
pumpe 41 cntsprechend anf den FeWerTekttrausistor 1 ein- 
wirken. 

In Fig. 3 ist die Anwendung der Schutzschaltung nach 

20 Fig. 1 bei eincm clektronischen Schalter gezeigt Zu dicsem 
Zwcck ist der Drain-SouK^uecke die Source-Drain- 
Strecke eices weitcren Feldeffekttransistors 1* dachgesehai- 
tcL Das bedeutet, daB die Source-Drain-Strccken der briden 
Felderjekttransistoien 1, V in Antiserie bei miteinander ge- 

25 koppelten Source-AnschlUssen gcschaltct sind_ Der Drain- 
anschluB des . Feldeffekttransistors V bildet dabei einen 
Schaltausgang S, an dem beispielsweise die zu schaltcnde 
Last L angeschlosscn isL Der Feldeflekltransistor V wird 
durch cine Ansteucrschaltung 4' in gleicher Weise wie der 

30 FeldeSekxtran sistor 1 durch die Ansteuerschaltung 4 ange- 
steuerx Beidc Ansteuerschaltungcn 4, 4' sind dabei an das 
Bczugspotentlal 6 angcschlossen. Die Steucrcingange bei- 
der Ansteuerschaltuogen 4, 4' sind iiber jeweils einen Wi- 
derstand 3, 3' an einen Steuereingang 55 gelegt. XJm sicher- 

35 zustellen, daB der invers berriebene Feldeffekttransistor 1 
bet Verpolung sicher ausgeschaltct bleibt, ist eine Diode 
zwischen seinem Schalteingang S und dem Versorgungspo- 
tential V cine Diode 2 deraxt gcschaltct, daB diese bei Verpo- 
lung leitend isL Das bedeutet beim vorlicgenden Ausfiib- 

40 rungsbcispiei, daB die Anode mil dem Schalteingang 5 und 
die Katode mit dem Versorgungspotential V verbunden isL 
Bei dicscr Ausfuhrungsform konncn die beiden Sourcc- 
Drain-Strcckcn gemeinsnm durchgestcuext werden, da ein 
Verpolschutz nur bei durchgcschaltetem Feldeffekttransistor 

45 1' crforderlich ist und doner nur in diesem Fall eine cnlsprc- 
cheodc Aussteuerung des Feldeffekttransistors 1 notwendig 
wird, Auf diese Weise kBnaen elektronische Schalter mit 
Verpolschutz realisiert werden, die trotz des Verpolschutzcs 
einen gcringen DurchlaBwidcrstand aufweisen. 

50 Bei dem Ausruhrungsbeispiel nach Fig. 4 ist der Feldef- 
fekttransisior 1 durch einen MQ$ -Feldeffekttransistor gege- 
ben. Ihm ist drainseitig die Last L in Reihe geschaltet Sein 
' SourceanschluB ist an das Versorgungspotential V ange- 
schlossen. MOS-FeldeffcIatransistoren benongen zum Ein- 

ss schalten bekannUich ein Gatepotential, das hohcr ist als das 
SourccpotentiaL Dieses Potential wird z, B, dumb eine La- 
dungspumpe 7 crzcugt, die TeU der AnstcucrsehaltuDg 4 ist, 
und die zum Ansteuern des Rldeffekttransistors 1 dient. Die 
Gate-Source-Spannung des FeldeffekUransistors 1 wird da- 

60 bei durch eine Zenerdiode $ zwischen dem GateanschluB Q 
und dem SourceanschluB S begrenzL Durch Anlegen cincs 
Steucrsignals an den AnschluB 6 wird die Ladungspumpe 7 
in Betrieb gesclzi und dcr MOS-FeldenTektiransistor 1 lci- 
tend gesteuert 

65 Bin Stromflufl allein durch die dem MOS-FcldcffekUTan- 
sistor 1 anUparallei gcsehaltete parasitare Diode ist nicht cr- 
Wunscht, da hier hohe Verlustc aufgrund der hohen Schwell- 
spannung eintretcn wurden, Deshalb muB sichergesteili 
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werdeu, daB dcr MO^FcWcfiFekitransistor 1 mit Hilfc dcr 
Ladungspumpe 7 bci mvcrsbctricb eingeschaltet bleibt, da 
die Ansteucrscbaltung 4 in der Kegel mindcsiccs cine para- 
sitare Diode aufweist, die mil 9 bczrichnct isl Sie ist tfber 
einen Ausgang dcr Ansteuerschaltung 4 mit dem Sourcean- S 
schlufi und Qber einen VersoigungsspannangsanschluB der 
Stcuerschalamg mil dem DrainanschluB des MOS-Fcldcf- 
fckttransistors 1 verbunden* 

Isl also im Inversbetrieb das Sourcepotential groBer als 
das Drainpotential, so beginnt die parasitarc Diode 9 zu lei- 10 
ten. Sic schaltet einen parasitfiren Bipolartransistor era, der 
zwiscben GateanschluB G und DrainanschluB D des MGS- 
Feldeffelctiransistors 1 angcschlossen ist Das Etoschaltcn 
des parasitaren BipolartransistCTS vcrhindert, daB das Gate- 
potential groBer als das Drainpotential wird. Der MOS- is 
Feldeffekttransistor 1 konntc dahcr bei Inversbetrieb niche 
eingeschaltet werden. 

Bine Wcitcrbildung der Erfindung siebt nun von daB der 
parasitgren Diode 9 cine wcitere Diode JO in Antiseric gc- 
schaltet ist Die Diode 10 kana so mil der Diode 9 verbun- zo 
den seiu, daB encweder - wie beim Ausfiihrungsbcispicl ge- 
zcigt — ihre Anodenzooen Oder ihre Katodcnzoccn miteinan- 
der verbunden sind. Sic kann in die Steuaschaltong intc- 
gricrt oder diskrel ausgebildet sein. Wjrd nun das Source po- 
tential des MOS-Fcldcffeknransistors 1 groBer als das 25 
Drainpotential, so kann durch die Diode 9 kein Strom flie- 
Ben. Damit kann auch der parasitarc Bipolartransistor nicht 
eingescballet werden. Der MQS-Felderrekrtren$isiQr 1 
bleibt damit auch bej Inversbetrieb eingeschaltet Ein Strom 
kann damit uber den MOS-FeiderJekttransistor 1 nicderoh- 30 
mig zur Last flieBen, so daB nur geringe Nferluste entstchen. 

Die weiiere Diode 10 kann, wic in Fig. 6 dargestellt, 
durch eine in die Wanne 12 integricne stark n-dotierte Zone 

26 realisicrx wcrden. Die Zone 26 bildet die Katodcczonc 
der Diode 10, die Wannc 12 die Anodenzone. 35 

Ist die weitere Diode 10 in die Steuerschaltung intcgriert, 
kann sie uuter bcstinnnicn Vbraussetzungen ebenfaUs para- 
sitarc Bipolarstrukruren einschalten. Dies wird bci dcr in 
Fig. 5 dargcstcUtcu Weiterbildung der Erfindung bcruck- 
sichtigt Die Steuerschaltuug 4 cnthalt dazu einen Deple- 40 
doih-MOS'RUefTekttransistor 20, der derjtfodc 10 parallel 
gescbaltet jsu Der GaicanschluB von 20 ist Uber einen An- 
schlufi 25 und einen Widerstand mit dem Ausgang eines 
Komparators 21 verbunden. Der Komparator 21 hat einen 
ersten Eingang 23, dcr mit dem DrainanschluB von 1 ver- 4$ 
bunden ist und einen zweiten Hngang 24, der mit dem Sour- 
ceanschluB von 1 verbunden ist Der Depleaon-MOS-Feld- 
erTekttransistor 20 wird vom Komparator 21 dann leiiend 
gesteuert, wenn die Spannung am Bingang 23 groBer ist als 
die Spannung am Eingang 24 des Comparators 21, d. h. so 
wenn das Drainpotential boner ist als das Sourcepotential 
des Fcldcffekttransistors 1. Wind das Sourcepotential hober 
als das Drainpotential, so trict am Ausgang des Komparators 
21 eine Spannung auf, die den Depletiori-MOS-Fcldcffckt- 
transistor 20 spem. Damit kann durch die parasitare Diode 9 55 
kein Strom flieBen und derFeldcifckuransistor 1 bleibt uber 
die Ladungspumpe 7 sicher eingeschaltet, Zur Einsiellung 
des Arbciispunktcs des Dcplction-MOS-FeldcffekrtransistCHr 
20 ist dessen GatcanschluB mit dem Soureean&chluB Uber 
eine Diode 19 verbunden. 60 

Bei der integrierten Schaliung nach Fig. 6 wird der De- 
plcdon-MOS-Felderrekirransistor 20 durch einen Lateral- 
FeMeffekttracsistor gebxldet, dessen Dndnzonc die Zone 26 
ist. Im Abstand davon ist eine stark n-dotierte Sourcczonc 

27 angeordnet Drain- und Sourcezonc sind durch cine 6S 
schwach n-dotierte Kanalzone 28 miteinander verbundcu. 
Die Sourcezone 27 ist Uber einen ohmschen Kontakt an die 
p-doticrtc Wanne 12 angeschlossett Die Gateelektrode des 



RldeffekUransistors 20 ist Uber einen AnschluB 25 mit dem 
Ausgang des Komparators 21 aus Fig. 5 verbunden. 

In einem schwach n-dotiertcn Halbleiterkorpcr 11 ist eine 
p-doticrtc Wannc 12 cingebcttet, in die wiedcrum eine stark 
n-dotierte Zone 17 eingebeaei ist Die 2one 17 bilclet die 
Katodcnzone der Schutzdiode 8, die parasitarc Diode 9 ist 
durch die p-Wanne 12 und die n-doticrte Zone U gcbildeL 
Die Zone 17 ist analog dcr Schaltung nach Fig + 4 uber einen 
Kontakt mit dem Ausgang dcr Ladungspumpe 7 und mit 
dem GatcanschluB dc* MOS-Feldeffekttransistors 1 verbun- 
den. Dicscr ist iiblicherwcisc in den gleichen Halbleitetkdr- 
per integrien und hat eine p-dotiertc Basiszone 14 und darin 
eingebetiete Sourcczonen 15, Die Zoncn 14 und 15 sind 
konlaktierl und Uber einen Kontakt mit dcr Wanne 12 ver- 
bunden. Die Wanne 12 Hegt damit auf Sourcepotential. Im 
Normalbetrieb der Last L ist das Drainpotential des Feldcf- 
fckttransistors 1 hoher als sein SourcepotcntiaL Die parasi- 
tare Diode 9 ist damit gespcm, cbenso ist der parasitarc, aus 
den Zonen 17, 12 und U gebildete Bipolartransistor 13 ge- 
spcrrL 

Paientanspriiche 

L Schutzschalrung ftir eine an eine Veisorgungsspan- 
nungsqucllc angcschlossene Last (2) mit einem teldcf- 
fckttransistor (1), dessen Gatean schlufi an eincr mit der 
Vcrsorgungsspannungsquclic verbundenen Anstcucr- 
schaltung (4) angeschlossen isi, dessen SourceanscbluB 
mit einem AnschluB (V) der Versorgungsspannungs- 
qudle verbunden ist und dessen DrainanschluB mit ei- 
nem AnschluB der Last (L) gekoppclt ist, wobei die jc; 
wcils anderen AnscblOssc von Last (L) und Versos 
gungsspannungsquelle ntitcinander verschaltct sind 
und der Leitongstyp des Feldeffekuransistors (1) sowie 
dessen Ansteuerung dcrart sind, daB der Fcldeffekt- 
transislor (1) bci der ftir die Last (1) rictmgen PoUing 
der Versorgungsspannungsquelle invers bctrieben wird 
und eingeschaltet ist sowie bci dcr fur die Last (L) fai- 
schen Polung dcr Versorgungsspannungsquelle normal 
bctrieben wird und abgeschaltct isL 

2. Schuizschaltung nach Anspruch 1, bei der die An- 
steuerschaltung cine Ladungspumpe (41) aufweist. die 
bei ricbdgcr Polung den Feldeffckttransistors (1) eia- 
scbaltet 

3. Schutzschaltung nach Anspruch 1 oder 2, bei der 
cine JLogikschaltung (42) zur Ansteuerung dcr La- 
dungspumpe (41) vorgescben ist' 

4. Schutzschaltung nach einem dcr vorberigen An- 
sprtichc, bci der der Feldeffekttransiscor (1) thennisch 
mit einer Transistorschuttschaltung (43) gekoppelt ist, 
die clcktrisch mit der Logikscbaltung (42) und/oder der 
Ladungspumpe (41) verbunden ist 

5. Schutzschaltung nach einem dcr vorhcrigen An- 
sprtlche, bei dcr die Drain-Source-Strecke mindestens 
cines weiteren Feldeffelatransisiors (1") vom gleichen 
Lciiungsiyp antiseriell zur Drain-Sourcc-Strcckc des 
einen Feldeffekaransistors (1) geschaltet ist, wobei der 
wcitere FddcfTekrtransistor (l 1 ) bed richtigcr Polung 
mittels an dessen Gate anlegbaren Stcuersignalen 
scbaltbarist 

6. Schutzschaltung nach einem der vorherigen An- 
spruche, bei der cfie Anstcucrschaltung zwiscben Gate 
und Source des Feldeffekitransistors (1) geschuliet ist, 
die Ansteuerschaltung (4) in cine Wanne (12) vom er- 
sten Leitungslyp intcgricrt ist, 

die Wanne (12) in cine Zone (11) eines Halbleiterkor- 
pers vom zweiten Leitungstyp eingebettet ist, die die 
Drainzone des Feldefiekttransistors (1) bildet und die 
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mit der Zone (U) eincn pn-Obergang bildet, 

die Wannc (12) elsktriscb mit dem SourceanschluB des 

FeldefFelmransistors (1) verbunden ist, 

cine parasitarc Diode (9) 7 die durcb die Wannc (12) und 

die genanoie Zone (11) gebildet ist, zwischen Drain- 5 

und SoureeanschluB des ^Ideflfekicransistors (1) ange- 

schJtosseo ist, 

cine welters Diode (10) in Antiscric zur parasitaren Di- 
ode (9) gcschaltet isL 

7. Schutzschaltung nach cincm der vornerigen An- 10 
spruchc, bci der der weiteren Diode (10) cin steuerba- 
rer Scbalter (20) parallel geschaltet ist, dec leitend gc- 
steuert ist, wena das Drainpotential des Feldeffetatran- 
sislors (1) hobex ist als sein Sourtepoleotial und der ge- 
specct ist, wena das Sourcepotential des Feldcjffekuran- 15 
sis tors (1) hoher ist als sein Drainpotendal. 

8. Schutzschaltung nach einem der vorhcrigen An- 
spruche, bei der der sicucrbarc Scbalter ein MOS-Peld- 
effekttransistor (20) ist, desscn GateanscbluB mit dem 
Ausgang eincs Komparators (21) verbunden ist und 20 
daB der eine Eingang (23) des Komparators (21) mit 
dem Drainanschlufi und der anderc Eingang (24) des 

. Komparators (21) mit dem SourceanschluS des Feldef- 
feknransistors (1) verbunden ist. 

9. Schutzschaltung nach cincm der vornerigen An- 25 
spruchc, bei der der MOS-Feldeffeictiransjstor (20) ein 
Depletion-PeldtrTekUraDsistor ist, dessen Drain zone 
(26) dureb die Katode ozone der integrierten Diode ge- 
bildet ist und daB seine Sourcczone (27) mit der Wanne 
(12) tlcktrisch verbunden isL 30 

10. SebutzschaluiDg nach cincm der vorberigen Aq- 
spruebe, bci der in die "Wanne (12) cine Schutzdiode 
(17) iniegriert ist. die zwischen GateanschluB und 
SourceanschluB des Peldeffeturansistois (1) ange- 
schlossen ist. 3S 
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